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por:
»METODO DE ALEACION DE UN CONTACTO A UN CUZRPO SEMIOONDUCTOR®

s invencidn se refisre a un método para fusionar un
contacto sobre un cuerpo semiconductor en una plantilla de
aleacidn. Tel cuerpo semiconductor provisto con por lo menos
un contacto aleado puede ser usado para fabricar conjuntos
electrdiicos semiconductorss, por ejeiplo transistores, dio-
dos, células foto-sldctricas v lo similar.

Hasta ahora ha si.o préctica comin alear contactos a semi
conjuctores ubicanioc este cuerpo en una plantilla de aleacuﬁhqg

locando una cantidad de material de contacto sobre este cuerpo y
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subsizuiente calsntamiento del conjunto en un horno en vacio en
un gas protector, heste que el naterial de contacto fundfa y se
aleaba con el cuerpo.

s sabido que la adhesién pucde ser mejorade usandc un fun-
dente, por ejemplo gas de dcido elorhfdrico. A pesar del uso de
tal fundente, frecusntamente existe la desventejs que la adhesidn
entre el material de contacto y el semiconiuctor no es uniforme,
de modo que la transicidn entre sstas partes asume una forma irre-
guler distinta de le superficle semiconductora iniciel.

Se ha sugerido mejorar la formacién de una forma més uni-
forme depositando una gota del meterial de contactc sobre el cuer-
po semiconductor, de modn que el sello se esparciese desde el pri-
mer punto de contacto de una msnera uniforme. Con este mdtodo se
obtuvo una transicidn curvada. Bs conocido un dispositive en el
que una gota de masteriel de contacto fué nroysctada sobre una su-
perficis semiconductora.

El dispositivo conceldo para depositer una gote de mate-
rial ds contacto sobre sl cuerpo semiconductor couwprende un horno,
a través de cuya pared pasan los miocmbros de control de uns mane-
re herandiica a pruebes Je vacio, as{ pueden surgir dificultades de-
bido & las altas tempsraturas prevalecientes y con respecto a un
exacto mentenimiento del vacio o de la atmdsfera en el horno. Ade-
mds, tales instalaciones son extremadamente complicadas si ollas
deben sar adecuadas pera slear contsctos sobre un gran nimero de
cuerpos seaiconductores. Ademés, estas instalaciones conocides
tienen ia desventeja que la mots puede ser depositada sobre un
punto exactements predstsrminado del cuerpo semlconductor sola-
mente con esran dificultad o no puade serlo, lo que es de gran im-
portancia para la fabricacidn de transistores.

La invencidn tiene por objeto, entre otros, proveer un mé -
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todo que peruite (e una manera simple la deposicidn de por

lo menos una gota de materisl de contecto sobre un cuerpo
sericonductor, puiiendo suprimirse los mlembros de control
de precisidn. Tiene adenés por objeto 1ejorar la formacidn

de une transicién plana entre este material y el cuerpo. Hl

-dispositivo empléado pusde ser dispuesto para alear contac-

tos sobrs un gren ndmero de cuerpos semniconductores sin in-
volucrar complicaciones. IEste «ispositivo, adends, pusde ser
construfdo de unea menera tal que los miembros de control
que pasan a travéds de la pared del horno pueden ser supri-
midos. As{ es posible disponer los contactos en un punto
exactamente determineble sobre un cuerpo semiconductor, ya
gsea en un lado del migmo, o en dos o mis lados del mismo.

De acuerdo con la invencidn, un cuerpo semicon-
ductor ¥ por lo menos una canticad le material de contacto
son provistas en drcas de deposicidn relativemente sepera-
das Je una plantilla de aieacién en que el 4rea de Ceposi-
cidn para el mmterial e contacto se comunica a trevés de
un conducto con un édr=a le deposicidn para un cuerpo seni-
coniuctor; luego la plantilla de aleascidn con su contenido
as calantadm por encima del punto de fugidn del material de
contacto en un horno y subsecucntemente, la posicidn de la
plantilla de alsacién es cambiada e modo que por lo menos
una cantidad de material de contacto fluye desde un drea de
suninistro a travds de un coniucto hacis el cuerpo semicon-
ductor.

31 camblo de poslcidn puede consistir en una in-
clinacidn o on un giro 4e la plantills e aleacidn. Naturel-

P d
mente, cono es préctica conin en esta técnice, una nlurali-
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dad de plantillas de alemcidn pueden ser unides para fornar
una pleze dnica, que serd llauada a continuacidn en la pre-
sente wplantille afltiple®.

La plantills puede ser tal que un drea de deposi-
¢idn para un cuerpo semiconductor se cormunica & travéds de
conductos con més de un drea de suministro de =materiael de
contacto. Las cantidades de naterial de contacto provistas
pueden ser hechaes fluilr hacla el cuerpo semiconductor ya sea
por uno o mAs cambios de posicidn.

Los ceribios de posicidn pueden ser realilzados de
varias maneras. Si se utilizae un horno cerrado, todo el hor-
no puede ger inclinado. Si se usa un horno tubuler, a tra-
vds de cuyos extremos puede suministrarss y salir un pas
protector, pusde hacerse pasar s travds de un extremo un so-
porte cepaz de inclinar la plantilla de aleacidn sin que es-
to usualmente involucre coipliceciones. Il cambio de posicidn
puede ser realizado de una manersa particularmente simple en
un horno que comprende una cinta transportedora, que tiene
por lo menos dos declives diferentes, en que la plantilla de
aleacidn es calrntada durente el transporte sobre un declive,
por encima del punto de fusidn del meteriel de contacto, ¥
es inclinada durente la transicidn hacia el otro declive, de
una manera tal que las gotas de material salen del drea de
deposicidn.

En la préctica, naturalmente, una pluralidad de
plantillas simples o miltiples pueden ser tratades simultd-
nesamente en un horno dnico una después de la otrs de la me-

nera precedentemznte descrita.

La invencidn pusde ser utilizada para aplicer con-
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tactos a los semiconductorss convencionales, por ejemplo,
germanio y silicio. La naturaleza de estos contactos, esto

es contactos dhmlcos o contactos rectificadores, no es esen-
cial para la invencidn, aunque ella es particularments ade-
cuada para la fabricacidn de diodos y transistores en que

dos contactos son provistos en lados opuestos del cuerpo'sa-
miconductor, ya que el uso de la invencidn mejora, entre
otros, la foriscidn de transiciones planas, lo que es desea-
ble para obtener dispositivos senriconductores setisfactorios.
E1 uso de la invencidn permite nroveer dos o més de estos con-
tactos en Jdistintos lados del cusrpo semiconductor sin nece-
sided de sacar le plantilla de aleacidn del horno curante los
intervelos entre las fases del proceso.

21 material del contacto puede consistir de los da-
iores y/o acoptores convencionales o de alesaciones que contie-
nen estos elementos.

Cuando se lleva & la prdctica la invencidn es ven-
tajoso que el material de contacto y el materisl semiconduc-
tor no se ponzan en contacto uno con el otro hasta gque el dl-
timo se he fundido. Hasta ese momsnto ellos estén exnuestos
8 la atmésfera circundante, usualmente un rcas protector, por
ejemplo hidrdgeno, que es capez de limplar las superficies.
81 se agrega al gas protector un fundente, por elJemplo ~as de
dcido clorhfdrico, dste también tiene 1ibre acceso a las su-
perficies de los materiales antes del ssllado.

Le invencidn serd descrita a continuacidn mds de-

talladamente con roferenclis & unas pocas rsalizaciones que es-

tdn ilustradas en las figuras.
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Las ficuras 1 y 8 son vistas en corte de una plantilla de
eleacidn en dos posiciones.

Las fizuras 3 y 4 son vistas =n cortes ce une plantille de
aleacidn distinta tambidn en dos posicionsas.

leas fieuras 5, 6 y 7 son vistas en cortes de una plentilla
de sleacldn pars alear contactos sobre <os lalos ile un cuerpo se-
miconluctor, en tres posiciones.

Le figura 8 es una vista en perspectiva de uns plantille mil-
tiple.

La Tfigure 9 es un corte esquendtico de un horno usado de
acuerdo con la invencidn.

La figurae 10 es un carte esquemdtico de un horno tubuler.

La figura 11 muestra un soports pasres una pluralidad de plan-
tilles de aleacién =n perspectiva.

La fipure 12 es un corte esgquomdtico de un horno que com-
prende una cinta transportadora.

Ls figura 13 es una vista en perspectiva de una plantills
de eleacidn para alear cuatro contactos sobre un lado de un cuer-
po semiconductor.

Las fizuras 14 y 15 son vistas parcialmente en corte y par-
ciglinente sn perspectiva Jde otras dos rsalizaciones de plantillas
de aleacidn. |

Las fisuras 16, 17 y 18 musstran ssquemét;camenta una plan-
tille de sleacidn en tres posiciones difersntes.

La plantille de sleacidn mostrada en les fisuras 1 v 2 com-
prende un blogue de material refractario, por ojemplo grafito o
hierro-cromo oxidadeo, con uns placa de cubierta 1 dsl mismno nate-
riel. Un éres de deposicidn 2 es provists con unes placa de germa-
nic 4. Lo plantilla tiene una segunis droa de deposicidn 5 para

una centidad de materiael de contactc en las forme de una bolita 6.
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E1 érea de deposicidn 5 para esta bolitas se comunica a través

de un conducto 7 con el 4rea de deposicidn 3 del cuerpo semicon-
ductor. La parte inferior 1 y la plsaca de cubierta 2 de lsa plan-
tilla estén unidas por pilnzas 8. El corte musstra solsiente un
cuerpo semiconiuctor y una cantidad ée materiel e contacto; co-
mo elternativa, tal plantilla estd uniia con una plurélidad de
plantillas correspondientes para formar uns plantilla adltiple

a fin de trater un ndmeroc considerablemsnte srande de cuerpos se
miconductores, por ejemplo 20, gue pueden ser dispuestos en une
fila de éreas de deposicidn.

Después que la plantille de aleacién ha sido calentada en
un horno por encims del punto de fusidén del wmateriasl de contacto
6, ella es hechs girer hacia la posicidn invertide mostraeda en
la fisura 2. Le bolita 6 cae as{ sobre el cuerpo semiconductor
3, alodndose con el misio v establecidndose asf{ un contacto 8.

‘El buerpo semiconductor 4 puede ssr lusgo sacado de la plan
tilla. Untonces otros contactos pueden ser provistos de la mismas
manera o de un modo distinte, de modo gus el cuerpoc senmiconiuctor
s adecuado para ser usado en un diodo, un transistor o, en gene-
ral, en un conjunto ssmiconductor.

La plantilla mostrsda en la figura 3 es tal gue un pequsilo
cembilo 2n la posicidn es suficionte para alear el materisl de con-
tacto. Esta plentilla consiste de un bloque de nateriel refracta-
rio 11 con un orificiec 18, cuvo extremo inferior constituye un
dres de deposicidn 13 para un cusrpo semiconiuctor l4. Sobre este
cuerpo sstd iispuesto un tepdn 15, que tiene un orificio 16 enel
centro, que se cormunica con una ranura 17 en la superficlie supe-
rior del tapdn 15 y en el bloque 1l. Hsta renura ternine en un
drea de Jeposicidn 18 para el materisl ce contacto 19. Después de

calentar este materlasl por encime dJdel punto de fusién, es suficien
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te inclinar en un 4ngulo & (ver firura 4) pera hacer caer el ma-
terial de contacto sobre el cuerpo semiconductor l4. En esta plan-
tilla ¢l orificio 16 y la ranurae 17 constituysn el conducto que
vincula las £reas de deposicién del cuerpo semiconducter y el me-
terial de contacto.

La plantilla mostreda en las figuras 5, 6 y 7 estéd disefia-
de pare provesr un contacto sobre :dos laios de un cuerpo ssemicon-
ductor.

Esta plantille de sleacidn coprende un fonde 21, montado
sobre un ejs 20, v una placa de cubierta 22, qus egtd sujeta a
la base i@ una mansra no mostrada. Zl eje 20 es ~irastorio en uno
o més cojinetes 33. La placa de cubierta 22 tiene un orificic 24,
que ss schlica hacia el extremo para formar un corto conducto &85,

que desemboca en la parte superior de un cuerpo semiconductor 26,

~colocado en un 4reas ds deposicidn provista en el fondo 81, Tste

fondo tiene un segunio orificio 87 que estd cublerto por el men-
cionado cuerpo 28.

Bl orificio cdnico 24 constituye un 4rea de deposicidn para
une centidad de neterial de contacto 88; el orificio &7 constitu-
ve un drea de deposicidn o para una secunia cantidal de msterial
de contacto 29. Despuds que el material de contacto 28 se ha fun-
dido, la plantilla 21, 22 es hecha girar de la posicién nostrada
en le figura 5 a la posicidn mostrada en la rigure 6; el raterisl
de contacto cae sobre el cuerpo 26 y forma un contacto 30; des-
pués quo el maeterisl se ha aleedo, la ailhesidn es usualmente tan
grande gus la plantills nuede ser hecha <irar sin ningunacbjecién
hacia la posicidn mostrada en ls figcurae 7 en gque el contacto 30
gueda unslcedo por debajo del cuerpo semiconductor y el materisl
de contacto 29 es tembién aleado al cuerpo y se astablece un con-

tacto 31. Deberfa notarse que, cuando se usa ests plantilla de
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aleacidn eben elerirss Jifersntes tempsraturas pare elesr los
materiales de contacto; debe preferirse on este caso, fornar ri-
mere el contacto que requisre le tamperatura de aleacidén més ele-
vada. Un ndtodo simple Je inclinescidn de tal plantills serd des-
erito con rsferencia & las fizuras 16 a 18.

Bl dispositivo semiceonductor obtenilc usando le plantilla
mostrada en las fipuras 5 a 7 cs wmuy adecuado para la fabricacidn
de un transistor; en este casc los materisles 88 y 29 son clezgidos
de mordo tal que se fomean contactos rectificadorss 30 y 31. Une

conexidn dhmice e base pusde ser provista postericrmente sobre

8l cusrpo 26. %n la préctica, el cuerpc 26 puede ser provisto ya

antes de ser introducido en 1la plantillia.

La ficura 8 muestre una plantille quintuple en perspectiva;
en principio, esta plantilla corresponds con la plantilla mostra-
da en las fizuras S y 4 en una vista 2n corte. ¥n oste caso, la
plantilla estd sdaptade para alear dos contactos adyncentes so-
bre un lado del cuerpo seniconiuctor. A este fin caia tapén 15
tiene dos orificics 16 que comunican & travds de una ranura 17

con un 4rea :le Zeposicidn para el material de contacto 19. Por es

to la figura 8 muestra al mismoe tieapo como una pluralided de plan -

tillas pueden ser unidas pars foraer un molde niltiple, para tra-
tar una seric de cusrpos semiconiuctores.

En la préctica, naturaluente, son posibles nuchas varian-
tes de la forme ¥y <isposicidn e las plantillas de aleacidn den-
tro del alcance de la invencidn. Por ejeiiplo, sobre un lado de
un cuerpo senlconductor pueden ser provistos /los contactos y so-
bre el lado opussto un solo contacto, combinanio el prineipio
ilustrado en la fizura 8 con el mostrado en ls fizura 5. Sobre la
superficie superior del cuerpo semiconductor se proveen dos dreas

de denosicidn 18 (ver firuras 3 ¥y 8) y scbre la superficie inferior

¥



Lt

10

15

R0

25

30

247365 Bl

del cuerpo, un 4rea de deposicidén 87 (ver fi-ura 5) con los con-
ductos asociaos.

®1 método de scusrdo con le invencidn puede ser llevado a
la préctice, por ejemplo, en un horno semi-sstaciorario 41 con
un elamento calefactor 42, nmostrado esquendtic ements en la fi-
gura 9. BEn un drea 43 de este horno se provee una pluralidad de
plentillas e sleacidn 44, cuyo tipo puede ser ol mostrado en
las fizuras 3 u 8. Despuds que ellas han silo celentedas a la
tenperaturea requerida, el extreso derecho del horno es leventado
por medio de una palanca 45, de modo que el material de contac-
to caee sobre los cuerpos semlconiuctores. Serd evidente que es
esf posible hascer casr el aateriel de contecto sin ninsun peli-
gro e contaninacidn del contenido del horno.

Otro horno frscucntensnte usado pera la fabricacidn de dis-
positivos semiconductores es wmostrado agquenéticamente en la fi-
sura 10. IEste horno coiprence un tubo refractario 51, por Qjemplo
de cuarzo que tilene una pleza de extrsmo de quita y pon 52. ElL
horno puede ser calsntado por une bobina 53; un zas protector pue-
de ser suiinistredo v retirado a través de tubos 54. Sin embargo,
las plantillaes 55, que pueden estar conformadas de la wmaners mos-
trada en lss fizuraes 5 a 7, con los @jes 80 ¥y cojinetes 21 mos-
trados en estas fizuras, son fijadas 2n un soporte 56, gque s mog
trado separadamsnte en la fisura 1l. Este soporte sstd soportado
por varillas 57, gue pasan a través de los extremos del horno y
cerrado localmente por trozos de tubos 58 de material pléstico.

Las plantillas ie sleacidn 55 pucden ser inclinedas en el
instanta jeseado haclendo mirer el horno 51 alrsdelor de su eje
lonzitudlinal o, comno aslternstiva, simplenente haciendo girar las
varilles 57 en sus enpaquetaduras eldsticas.

Un tercer tipo de horno, que es frecuentemente usado para

- 10 -
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le fabricacidn de iispositives semlconductores, por ejemplo tran-
sistores y dilodos, es el asf llamado horno de saliente. El mismo
estd mostradoc esquemdticamente en la fizura 12. Este horno cons-
tituye un horno de tunel con una porcidn central 61 més alta y
dos extremos inclinados 628 v 63. In el tunsl se mueve lantamente
una cinta trensportadora 64, en la direccidn de la flecha, sobre
rodillos 65. La porcién 82 del tunel tiene una asbertura 66, a tra-
vds Je la cual plantillas 67 pueden ser ubicades sobre la cinta
trensportadore 64. Después que las plantillas han pasado a través
del horno, ellas pueden ser retiradas a travds de una aberture

68. La temperstura en el horno puede ser controlada por medio de
una pluralidad de elementos calefactores 69. Iste horno es llems-
do »horno de salienter debido a su porcién central 61 més eleva-
da, que permite rellenar el horno con un sas protector, por ejem-
plo una mezcle de nitrdzeno e hidrdgeno, que es més liviana que

el aire, =in el peliszro de que &l gas escepe a través de las aber-
turag 686 y 68, ubicadas a un nivel inferior. Consecuentements es-
te horno peraits un precceso ininterrumpido.

Las plantillas pueden ser dispuestas, por ejemplo de acuer-
do con el principio ilustrsdo en las fipuras 3 y 4, de una masners
tal que el matorisl de contacto 19 (ver fizura 3), tanto tiempo
como las plantillas 67 estdn ubicadas sobre la porcidn inclinada
82 de la cinta transportalora 64 en el extremo 6& del tunel, per-
menecan en el 4rea de deposicién 88. Sin e bargo, tan pronto como
las plantillas alcanzan le porcidn horizontal 61 ellas son automé-
ticamente inc;inadas v el mamterinl de contactoc cae sobre el cuerpo
semiconductor.

Ests horno pusde ser empleado sin ninzuna nod ificacidén para
llevar a la prictica el método de acuerdo con la invencién. La cin-

ta trensportadors puede formar un gran ndmero de inclineciones pa-

- 11 -
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ra hacer que las plantillas ocupen tres o rnds posiciones diferen-
tes.

En la reslizecidn mestrada, las plantillas son inclinadas
cade vez slrededor de un ejs ususlmente imesginario. En la précti-
ce, son posibles métodos en los que les plantilles son inclinades
por ejenplo alredeilor de dos eJes perpendiculares entre s{, den-
tro dsl alcance de la 1nvenci$n, a fin le proveer difersntes can-
tidedes de material de contacto en orden sucesivo sobre un cuerpo
semiconiuctor.

Un ejemplo de tal plantilla estd esquemdticancnte mostrado
en la fizura 13, La plantilla de alsacidn 71 corresponde en prin-
cipio con la plantilla 11 mostrada en la figure 3. Sin subargo,
sl tapdn 72, tiene cuatro orificios 73 y en le superficie supe-
rior estdn provistas cuatra ranuras 74 que ter:inan en dreas de
deposicidn pere centidedes de aterial e contacto 75 a 78, In-
clinendo liceransnte esta plantilla alrededor del eje X-X en dos
direcciones opuestas, las cantidades 63 y 67 de sterial de con-
tacto pueden ser hechas casr éen sucesidn en los orificios 73, en
tanto que las cantidades 76 y 78 permenecen on su lugar. Después
inciinando la plantilla alrededor del eje Y-Y tambidn en dos di-
recciones opuestas, las cantidades mencionades en Ultimo término
pueden ser introducides también en los orificios.

BEn las realizaciones mostradas en las fisuras 1 & 7, el ma-
terisl do contacto es aplicado cada vez a un lade pleno de un
cuerpo semiconductor por medio de un conducte que desenboca en
une direccidn perpeniicular & dicho lado. También en este aspec-
to son posibles varientes dentro del alcance de la invencidn.

La fizura 14 muestra uns plantilla ‘le aleacidn sn que estén
combinados los principios ilustrados on las fisuras 3 y 5. Com-

prende un bloque de materisl refractario 81 con un orificio 82,

- 12 -
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en éuya parte infsrior eatd ubicado un cuerpo seaniconductor 83.
Por dsbajo de este cusrpo se provees un 4rea e deposicién 84 pe-
re una cantidad de material de contacto 85. IIn el orificio 82 es
introducido un tapdn 86. Un orificio 87 y una renura 86 consti-
tuyen un coniucto que conduce a un 4rea de deposicidn pere el ma-
teriel de contacto 89. Al lado el orificio 82, el bloque 81 tie-
ne un sezundo orificio 90, que se doble en 8l extremo Iinferior y
Jdegemhoca frente &l bords lateral del cuerpo seniconductor 83. El
orificio 90 con une ranura 91 constituye un conducto que lleva a
un érea de fdeposicidn pera una cantided do ::aterial de contecto
98. Inclinando liseramente esta plantilla hacla adelsante alrede-
dor del eje Y-Y, las cantidadaes de naterial de contacto 89 v 98
forman contactos en el centro de la superficie superior del cuer-
po semiconiuctor y en el borde lateral de este cuerpo, respecti-
veamante. Los materiales de contacto 85 v 89 pueden ser elogidos
2@ moio que constltuyan contactos rectificsdores, gque pusden ser
conectados sucesivenente como un colector ¥ um enisor, en tanto
que el material 92 constituye un contacto de base dhnico.

Se ha sstablecido que es posible formar una plantills de mo-
do tel que dos o més droas de deposicidn para materlal de contac-
to se comuniguen con un droa e &eposicién para un cuerpo senicon-
ductor a travéds de conluctos que deserbocan en un punto determina-
do en al 4rea de deposicidn mencionade en Yltimo térninc.

Tal plantilla estd mostrada en la figura 1S5. Ella correspon-
de en muchos aspsctos, gue no serdn descritos nuevemente, con la
plantilla mostrada en la figuras 1l4. Zn la superficle superior del
bloqus 101 se provesn ihos dreas ue deposicidn pers natoriales de
contacto 102 y 103 que se comunican a travds de ranuras 104 y 105,
respectivamente, con un orificio 106 en sl tapén 107.

Las 4reas puciden ser provistas con cantidades de material

- 13 =
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de contacto de couposicionss uiiferentes, 1u=.son aleadas en or-
den de sucesidn en el mismo punto del cu=zrpo seniconductor. Es
conocido alear contactos que contiensn .iferentes impurezas ac-
tives (acontoras y dajoras) gque nuestran adends, nrandes diferen-
cias con raogpscto a la velocidad de ~ifusidn en el cuerpc semicon_
ductor. Provevenio cade une de estas impurezas activas con une
cantida? de materiel 4e contacto separaie, pueden ser ejustaules
diferentes temperaturas 4s aleacidn v naeriodos de alsacidn para
estas impurezasg.

Hste método puede ser usaio ventajosamonte para alear con-
tactos gque contienen eluminio, dado gue se ha encontrado que una
al2acidn que contiens slutinio pusde ser alsala solamente con ma-
yor ¢dificultad con un cuerpo seniconductor, por sjemplo, un cris-
tal de gersanio, que lo gue puede ser alsada con un cristal ya
aleado con un cuerpc tal.

Un contacto gue contliene aluwiinio puede ser aleado por me-
dio de una plantilla de aleacidn mostrade en la figura 15 para
guiar primero una cantilad Jo naterial de contacto que se alea
satisfactoriemente con el cuerpo se.iconducior <esde un drea de
deposicidn del cuerpo, inclinando le plantille en una direccién.

Egte materiel de contacto consiste, por sjerple fe bismuto, que

~

es aleado a 6002C en hiirdmeno. La otra drea de deposicidn’ con-
tiene une aleacidn de bismuto con 3% an pesc de aluminio.

La tewmeratura es lusgo elevala hasta 750%C, despuds de lo
cual la sesunda cantilad de aterilal ds contacté es aplicadsa a la
pricera centi<das, inclinendo la plantilla en la otra direccién.
Z1 aluainio s= esparciré sohre todo el contacto, v luego de en-
frianiento de le manara conocida, constituird une capas conducto-
ra separada de tipo p.

La ventaja de los métodos de acueréo con la invencidn serén
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manifiestas en aquellos casos en que cantidaedss diferentes de
material ds contacto pueden ser aleadlas en el mismo punto del
cuerpo seniconductor sin dificultades y sin la necesided de sa-
car la plantills fuera del horno.

A fin de obtener nediante una variacidn comparativamente
pequeiia en la posicidn de la superficile que soporta una planti-
lla, un navor nduero de varieciones en la posicidn de la planti-
1la, puede utilizerse una plantille guec es iesplazeds & travds
de una posicidn inestable desde una posicidn estable a otra posi-
cidn estable.

Las ficuras 16 & 18 mnuestran cowo una plantilla 111, que
puede corresponier con el tipo mostradc =n 2as fi-ures 5 a 7,
puede sar provista con un brazo 1128 con un peso 113. Z1 conjun-
to es giratorio alrsdedor de un eje 114. Iin la posicién mostrada
en la Pigurs 16, el brazc 112 descansa sobre una sallente 115,
unida con la superficic de soporte (no nostradal. En ssta posi-
¢cidn la plantilla es calentada hasta que el material de contacto
funde. ILuszo el conjunte es inclinedo hacls 1la posicidn mostrada
on la Tigura 17 que aun es estable, entonces una cantiad de na-
terial de contacto puede fluir sobre el cusrpo semiconductor. Me-
diante otra ligera inclinacidn ie la superficie de soports, la
plantilla es desplazadles a través de una posicién insstable, de
modo jue estd completamsnte inclinaca en la posicidn —ostradas en
ia fisura 18, en que el aterial de contacto pucde caer, por elem-
plo sobre el otro lado del cusrpo. In esta posicidn el brazo 12
apoya sobre otra saliente 116.

Dantro del alcance de la invencidn son posibles muchos otros
métodos de control e le posicidn de una plsntilla. Por sjernplo,
en un hornp de tinel pueden provearse salientes estacionarias o

digpositivos magndticos en dreas coterninaias para inclinar una
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v 47365

plentille durante su desplezeniento sobre sl transportador.
Esta solicitud que corresponde a las nresentadas en Ale-
menia el 82 de febrero de 1958, bajo el ndmere P 20194 VIIIc/
21g. v el 26 de marzo de 1958, bajo el ndmero P. 20396 VIITc/
1

2lg, se acoge a los benaficlics dsl artfculo 51 del vigente Es-

tatuto sobre Propiledad Industrial.

NoTA

Ios puntos de invencidn propies y nusva que se presentan
para qu: sean objeto de este solicitud de Patente de Invencidn
en Dspalia, por VEINTE afios, son los sigulentes:

12.,- wétodo de sleacidn de un contacto a un cuerpo semicon-
ductor en una plantille de aleacidn, caracterizado por el hecho
de que un cuerpo semiconductor y por lo menos una cantidad de ma-
terial de contacto son provistas en drees de deposicidn separades
de la plentilla, comunicdniose una tal dree s deposicidn del ma-
terial de contascto por medio de un conducto con el drea 1e depo-
sicidn para el cusrpo semiconiuctor, siendo celantada la planti-
lls con el contenido por encime del punto de fus ién Gel materisl
de contacto en un horno y siendec luego variada ls posicidn de la
plantilla de modo gua por lo menos una centiled de materiel de
contacto fluye dJdesis ol dros do ﬂeposicién corresponiients sobre
el cusrpo semiconductor & travéds de un conducto.

29,- wétodo e scuerdo con la reivindicacién 1, caracteri-
zado por el hecho de que un drea do dsposicién para el cusrpo 86-
miconluctor se comunica a travéds ie un conducto con nds de un
droa de ﬁaposicién para el materiel de contacto y de que las can-
tidades de neterial de contacto provistes son hechas fluir sobre

el cuesrpo semiconductor iediante une sola variacidn de posicidn.

- 16 =
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52,~ Método ‘le acuerio con le reivindicacidn 1, caracte~
rizado por el hecho de jue un drea Js Geposicidn para el cuerpo
samiconductor se comnice por medioc de coniuctos con més de un
dree de deposicidn para el material 4e contacto y de que las oane
tidades ds naterial de contscto provistas son hechas fluilr sobre
el cuerpo semiconductor por mfs de un caubio de posicidn.

49,- Método de acuerdo con la reivindicacién 3, caracteri-
zado por ol hecho de quo las cantidadss de material de comtacte
son aleaﬁas en puntos difercntes del cusrpo semiconductor.

52,- M4todo de acuerdo con la reiviniicecidn 3, caracteri-
zaedo por el hecho de que cantidades de msterial de contacto de di-
farsntes composiclones son aleamdes en orden e sucesidn en un 4res
del cuerpo semiconiuctor.

82,- MEtodo s acuerdo con la reiviniicacidn 5, caracte -
rizado por sl hecho de que el dltimo :eterial de contactc eleado
contiens aluninio. )

72,- Método se~in la relviniicacidn 1, caracterizado por-
que la plentille ie alsacidn comprende un bloque de materiel re-
fractario, une de cuyes cuperficies tiene un orificio, cuya par-
te inferior constituye un drea de deposicidn para un cuerpo seni-
conductor, y un tapén gque tlene por lo enos un ori’icio ajustan-
do este tapén en ol orificio mencionado en primer téraino, tenien-
do la mencionada superficie por lo 1encs un dree ie deposicidén pa-
ra el material ds contacto, 4rea que se cousunics a través de una
renure con el orificio mencionado en dltimo término.

8¢,- M4todo sedn se reilviniice en el punto 1, caracteri-
zado porque ls plantilla de aleacidn comprende un coniucto en un
lado del 4rca de devosicidn para el cuerpo semiconiuctor, cuyo
conducto estd cerradio en un extremo y constituye un drea de depo-

sicidn local para el materisl de contacto.
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9.~ Método semin se reiviniica en el punto 1, caracteri-
zado porque la plantille Je eleacidn co presnie un conducto que
s8 parclalmente cénico ¥ que tiene un borde que constituye un
drea e deposicidn para el material de contacto.

10¢,~ i4todo segin se reiviniica en 21 punte 1, ceracteri-
zado porque la posicidn de la plantills ds alemcidén es variada
cambiando la posicidn da toio el horno.

112.- Método seagin se reiviniica en al punto 10, caracteri-
zado porqus el horno coipronde un soports y un dr-ano de control,
por nedio dsl cual pusde sar inclinado el horno.

122,- Método de aleacidn de un contacto a un cusrpo seni-
conductor.

Tal y coi10o se ha descrite en la lleworia gque antecede, repre-
santado en los dibujos que se acocpallan ¥ con los fines qus se
han sspecificadc.

Wsta Memoria consta e dleciocho hojas escrites a méquina

por una solae cara.

- 18 -
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